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【はじめに】低消費電力、低損失のダイオード

として、Junction Barrier Schottky (JBS)が検討さ

れている[1]。本報告では、STARC-TCAD によ

って、JBS の低いリーク電流、および過渡特性

の遅延効果を計算可能にした結果を示す。 

【シミュレーション】図１に JBS の構造と不

純物分布を示す。ドナー濃度 1.8×1018cm-3
の

基板表面にアノード電極を配置し、一部を残し

てアクセプタ拡散層を配置する。この構造の特

性を STARC-TCAD にショットキー電極モデル

[2]を組み込んで計算した。 

図１ JBS の構造と不純物分布 

図２に JBS の静特性を示す。pn ダイオード

に比べて、ON 電圧が低い。また、ショットキ

ー・ダイオードに比べて、逆方向リーク電流が

低い。さらに、ショットキー接合面の縮小以上

に、リーク電流は減少する。これは、拡散層接

合面の空乏層がショットキー接合の電界を緩

和するためである。 

 

図２ JBS の静特性 

図３に JBS の過渡特性を示す。1V/µs の低速

動作では、前記の空乏層電界の緩和によりオフ

電圧が逆バイアス側にずれる。また 1V/ns の高

速動作では、オン電流の遅れがみられる。 

 

図３ JBS の過渡特性 
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